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	一、指南说明
	二、指南内容
	课题1、油气田监测高性能微传感器及数字化系统
	研究目标：突破MEMS压力传感器芯片规模化加工技术，研制出满足油气井监测需要的高性能压力传感器及数字化系统，实现规模应用。
	主要研究内容：研究MEMS器件的设计、加工、封装、测试等关键技术，解决高性能MEMS压力传感器的耐高温、耐高压、耐腐蚀、高稳定性等问题，提高压力传感器芯片的规模化制造水平。
	主要考核指标：
	支持年限：2011年1月至2013年12月。
	本课题拟支持的国拨经费控制额不超过1000万元，要求自筹经费不少于550万元。
	课题2、过程控制压力传感器及系统
	研究目标：突破MEMS压力传感器芯片规模化加工技术，研制出满足过程控制需求的高精度压力传感器及系统，实现规模应用。
	主要研究内容：突破高性能MEMS压力传感器结构精确控制、应力精确控制和传感器精密补偿等制造关键技术，提高传感器的精度、一致性和环境适应性等性能，解决压力传感器芯片规模化加工技术。
	主要考核指标：
	支持年限：2011年1月至2013年12月。
	本课题拟支持的国拨经费控制额不超过1000万元，要求自筹经费不少于550万元。
	课题3、汽车电子稳定程序（ESP）微传感器及系统
	研究目标：突破MEMS陀螺仪和加速度传感器芯片规模化加工技术，研制出满足ESP应用需求的微传感器及系统，实现批量应用。
	主要考核指标：
	支持年限：2011年1月至2013年12月。
	本课题拟支持的国拨经费控制额不超过1200万元，要求自筹经费不少于550万元。
	课题4、CMOS-MEMS 集成麦克风
	研究目标：针对消费类电子产品对麦克风的需求，突破CMOS-MEMS集成麦克风的设计及批量化封装技术，研制CMOS-MEMS集成麦克风产品，实现规模化生产与销售。
	主要研究内容：研究基于CMOS-MEMS技术的微型集成式硅麦克风，解决设计与封装、CMOS-MEMS兼容、高信噪比、抗电磁干扰、一致性以及批量化制造与应用等关键技术。
	主要考核指标：
	支持年限：2011年1月至2013年12月。
	本课题拟支持的国拨经费控制额不超过1200万元，要求自筹经费不少于550万元。
	课题5、水陆交通安全传感器及系统
	研究目标：针对水路和陆路交通安全监控的需求，研制MEMS矢量水听器和路面状况传感器，实现MEMS矢量水听器系统的示范应用和路面状况传感器系统的批量销售与应用。
	主要研究内容：解决MEMS矢量水听器和路面状况传感器系统的系统集成、低成本批量制造、可靠性等关键技术，提高传感器的性能、可靠性和成品率。
	主要考核指标：
	支持年限：2011年1月至2013年12月。
	本课题拟支持的国拨经费控制额不超过1000万元，要求自筹经费不少于550万元。
	课题6、雷电预警传感器及系统
	研究目标：针对雷电灾害预警需求，解决MEMS电场传感器设计与制造关键技术，开发用于地面、探空的微型电场传感器，实现示范应用。
	主要研究内容：研制基于MEMS技术的微型电场传感器及系统，解决传感器结构优化设计、加工、封装、系统集成、测试与标定等关键技术，以及抗干扰、可靠性和实用化技术。
	主要考核指标：
	支持年限：2011年1月至2013年12月。
	本课题拟支持的国拨经费控制额不超过1200万元，要求自筹经费不少于550万元。
	课题7、血糖检测与胰岛素注射微系统
	研究目标：针对糖尿病监测与治疗，研制出无创血糖检测微系统、动态血糖监测微电极及系统、开环控制胰岛素泵和基于在体体液检测的闭环控制胰岛素泵，实现临床示范和推广应用。
	主要研究内容：突破无创血糖检测微系统、动态血糖监测微电极及系统、开环控制胰岛素泵和基于在体体液检测的闭环控制胰岛素泵的设计、生物兼容加工、微流量控制、可靠性等关键技术。
	主要考核指标：
	支持年限：2011年1月至2013年12月。
	本课题拟支持的国拨经费控制额不超过1200万元，要求自筹经费不少于550万元。
	课题8、芯片级微型原子钟
	研究目标：针对我国精密导航、定位、通信同步、航空、航天等领域对微型原子钟的需求，研制出芯片级微型原子钟系统，实现示范应用。
	主要研究内容：解决核心关键技术，研制体积小、稳定度高、功耗低、重量轻的芯片级微型原子钟系统。
	主要考核指标：
	支持年限：2011年1月至2013年12月。
	本课题拟支持的国拨经费控制额不超过1000万元，要求自筹经费不少于150万元。
	三、注意事项

